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Целью настоящей работы являлось изучение перераспределения примесей в 
пластинах кремния, вызванное воздействием импульсами белого света. Исследовались 
пластины n-типа проводимости, легированные фосфором, с удельным сопротивлением 
0.5 Ом·см и толщиной 500 мкм (КЭФ–0.5). Поверхности образцов были обработаны по 14 
классу чистоты. С целью удаления естественного окисла перед световым воздействием и 
перед каждым измерением образцы обрабатывались в водном растворе HF с 
соотношением 1:50 в течении 50 с. Mикротвердость измерялась по методу вдавливания.    
Установлено, что в той области, где по сравнению с исходным образцом происходит 
уменьшение микротвердости, увеличивается концентрация примеси, а в области 
увеличения микротвердости – уменьшение этой концентрации. С ростом длительности 
импульсов света и их количества эффект перераспределения примесных атомов 
усиливается. Причем, эффект перераспределения больше вблизи той поверхности, с 
которой происходило освещение.    
    
    

Согласно работам  [1[1[1[1    ––––    3]3]3]3], освещение полупроводника образует движущие силы 
диффузии (ДСД) [4][4][4][4]. Эти ДСД влияют на примесные атомы, которые исходно равномерно 
распределены в легированном образце и при его освещении должны вызвать их 
перераспределение, которое, со своей стороны, должно отразиться на физико-
механические свойства материала.    

Одним из наиболее чувствительных физико-механических характеристик 
полупроводниковых кристаллов, зависящих от рода и концентрации примесей, является 
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РисРисРисРисунок унок унок унок 1111. Перераспределение исходно 
примесных атомов фосфора в пластинах кремния после

импульсами белого света (10 с
исходная концентрация
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образцу примесных атомов. В 
у поверхности за счет уменьшения ее в смежной области.
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Перераспределение исходно равномерно распределенных
атомов фосфора в пластинах кремния после их обработки

импульсами белого света (10 с, 4-раза, ∼ 1200 °C). Пунктиром обозначена
исходная концентрация в пластинах. Х – координата по толщине пластины

Видно, что происходит перераспределение ранее равномерно распределенных по 
 частности имеет место увеличение концентрации примесей 

у поверхности за счет уменьшения ее в смежной области. 

under influence of white light pulseunder influence of white light pulseunder influence of white light pulseunder influence of white light pulsessss.... 

https://doi.org/10.52340/ns.2020.10https://doi.org/10.52340/ns.2020.10https://doi.org/10.52340/ns.2020.10https://doi.org/10.52340/ns.2020.10 
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Это подтверждается равенством количества атомов, пришедших к 
количеством, ушедших из смежной области, и изменением значения микротвердости
(РРРРисунок 2исунок 2исунок 2исунок 2). 
 

 

РисРисРисРисунок унок унок унок 2222.... Зависимость концентрации примесных атомов и
микротвердости

концентрации до (1) и после (2) 
микротвердости 
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